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ARAHAN KEPADA CALON: 

Sila pasUkan bahawa kertas peperiksaan inl mengandungi 6 muka surat 

bercetak dan TUJUH (7) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan 1m. 

J awab LIMA (5) soalan. 

Ag1han markah bag1 seUap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai 

peratusan dar1pada markah keseluruhan yang diperuntukkan bag! so~lan 

berkenaan. 

Jawab kesemua soalan d! dalarn Bahasa Malaysia. 

Diber!: 

Cas elektron, e 

JiSim elektron. Me 

Pemalar Plank. h 

Pemalar Boltzman. k 

Laju cahaya, c 

= 1.6 x 10-19C 

= 9.1 x 10-31 kg 

= 6.6 x 10-34 JS 

= 1.4 x 10-23 JK-l 

=3x 10Sms-1 

1 
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1. (a) Blncangkan mengenal 

(1) perbezaan-perbezaan di antara struktur-struktur jalur tenaga 

logam, penebat dan semikonduktor. 
(11) pengaliran ekstrinsik dan intrinsik. 

(b) Kirakan kebarangkalian suatu elektron menduduki keadaan 

berhampiran sebelah bawah jalur pengaliran keUka suhu T = 290K. 

Jika semikonduktor tersebut menerima sinaran bergelombang 

panjang 1.0 J,lm, apakab kesannya terhadap kebarangkalian ini? 

Andaikanjurang tenaga semikonduktor sebagai 1 eV. 

(40016) 

2. (a) Persamaan di bawah adalah bag! ketumpatan arus elektron dl dalam 

semikonduktor. 

SeUap tatatanda membawa maksud biasa. Jelaskan maksud 

persamaan di atas dan menggunakan keadaan seimbang, terbitkan 

rumusan Einstein. 

. (60016) 
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(b) Arus maJu lmA terhasil pada suhu 300K apabila voltan Vl 

dlkenakan kepada suatu dlod simpang p-n silikon yang mempunyal 

parameter-parameter berikut:-

Ketumpatan perxlenna. Nd 

Ketumpatan penertma Na 

Masa hayat purata. 'tn = 'tp 

Luas kerntan rentas. A 

Kebolehgerakan elektron 

di da1am bahan p. 

Kebolehgerakan lohong dl dalam 

bahann 

= 1016cm-3 

= 5x 1018cnr3 

= 1 J.1S 

= 0.01cm2 

= 120 ari2/Vs 

= 1100an2t\S 

Dapatkan nlIal VI apabila panjang bahagian p dan n adalah jauh 

meleblhl panJang resapan pembawa minortt1 berkenaan. 

(Dibert: nt = 1.5 x 1010 em-3 dan VT = 26mV pada 3OOKJ. 

(40010) 

3. (a) Jelaskan mengenal kesan Hall dt dalam semikonduktor ekstrinsik 

sambll menunJukkan arah-arah kuanUti-kuanUti yang berkenaan. 

Kaitkan kekuatan medan elektrtk Hall dengan ketumpatan arus dan 

kekuatan medan magnet. Sebutkan dua kegunaan pengujiselidik 

Hall. 

(60010) 
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(b) Satu sampel semikonduktor ekstrtnsik berukuran 30nun panjang. 

6nun lebar dan lmm tebal mempunyai rintangan SOO. ApabUa 

diletakkan di dalam medan magnet O. ST yang nonnal kepada satah 

kepingan semikonduktor tersebut dan dialirkan arus lOrnA, 

melaluinya. la menghasilkan voltan Hall SmV. . Tentukan 

kebolehgerakan Hall dan ketumpatan pembawa semikonduktor itu. 

(4o%) 

4. (a) Huraikan cara kendalian suatu transistor simpang dwikutub p-n-p 

dan tunjukkan melalui suatu gambarajah. arah dan jenis seUap 

komponen arus berkenaan. 

(Bo%) 

(b) Transistor s1mpang dwikutub juga mempunyai kapasitans­

kapasitans yang dikaitkan dengan slmpang-pemancar-tapak. 

Huralkan kejadian kapasitans-kapasitans ini dan tunjukkan 

bahawa kapasttans yang menentukan sifat transistor boleh 

dlkaitkan dengan konstan resapan (Dh), rtntangan dinamik (r) dan 

lebar tapak (w) dengan persamaan 

(4ooA,) 

S. (a) Lakarkan gambarajah yang sesuai untuk menjelas~n kendalian (1) 

JFET dan (il) IGFET (semua ragam). 

(6o%) 
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(b) Gambarajah di bawah lalah keratan rent as suatu JFET silikon 

saluran·n yang mempunyai parameter-parameter ber!kut:-

£ = 12, Nd = 5 x 1015 cm-3, Na = 1019 cm-3• 

a = 1 1JI11, L = 30 m, Z = O.Iern dan J.1n = 135Ocm2/v-s. 

Dapatkan (1) voltan-voltan jepUan Vp~ dan Vp dan (1i) arus saUr 

apabila Vo = Vp dengan kedua-dua get dan sumber dibumikan. 

VD 

f I L--------~·II -VG O .... -----
x=o x=L 

6. (a) Lakarkan gambaraJah keratan rentas suatu fotodiod yang biasa dan 

Jelaskan tindakan cahaya ke atas diod in!. Seterusnya. lakarkan 
cir! arus-voltan peranU inl dan tunJukkan arus gelap. arus litar 

plntas dan voltan litar buka. 

( 5QO/o) 
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(b) Gambaraj ah di bawah menunjukkan litar setara suatu fotodiod yang 

disambungkan kepada satu beban Re. Fotodlod tnt akan dtgunakan 

sebagai sel surta .. Dapatkan ungkapan yang mengaUkan VB dengan 

Ip dan 10 j1ka 10 lalah arus gelap. 

(SOOk) . 

7. Tuliskan nota-nota ringkas, dengan berbantukan gambarajah­

gambarajah berkenaan, mengenat kendalian dan pe~ggunaan 

peranU-peranU berikut:-

(1) ttristor 

(it) diod zener 

(iii) perantt tergandtng cas dan 

(tv) transistor ekasimpang 

- cxxOxx> -

. (25°k) 

(250/0) 

(250/0) 

(25%) 


